UKD 621.382.3

NORMA BRlANZOWA BN-88

. | 3375-32/25
POLP:FZ%:VRC?SSIT(OWE “ Tranzystory typu -
| BDP 392, BDP 394, BDP 396

Grupa katalogowa 1923 |

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg szczegodlo- b) oznaczenie.typu,
we wy*rﬁagania dotyczace krzemowych t'ranzyﬁtoréw mocy c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystoréw wysokiej i
PNP, matej ¢zgstotliwosci, wykonanych technika epitaks- bardzo wysokiej jakosci.
jalnej bazy tj’pu BDP 392, BDP 394, BDP 396 w obﬁdowie Tranzystory wysokiej jakoﬁs‘ci powinny by¢ znakowane
plastykowe] CE 30 (TO-220AB), prze;n-aczonych do za- cyfrg 3, a tranzystory o E)ardzo wysokiej jakosci cyfrg 4
stosowan 'w sprzqme powszechnego uzytku oraz w urzqdze- - umieszczong po oznaczeniu typu.

niach wymagajacych zastosowania elementow o wysokle] 1

bardzo wysokiej jako$ci, zgodnie z okres$leniami wg PN-78/ 4., Wymiary i oznaczenia wyprowadzen tranzystora - wg
?--0151.5. . rys. 11 tabl. 1.
Tranzystory przeznaczone sg do pracy w ukladach prze Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta - CE 30.

'qczajacych mocy, regulatorach napigcia, w stopniach wyjs

ciowych Wzmacm}aczy mocy malej czestotliwosci. A R -l .

Tranzystory typu BDP 392, BPP 394, BDP 396 sg kom- F wat E’.. : hy
plementarne odpowiednio do tranzystoréw BDP 391, BDP I <
393, BDP 395.

{ategoria klimatyczna dla tranzystorow: = '

- standardowej jakos$ci ( poziom jakosci [) 40/100/10 - ' ( — T . Y
- wysokiej jako$ci (poziom jakosci 111) 40/100/21 I
- bardzo wysokiej jako$ci (poziom jakosci I1V) 40/100/56

2. Przvkiad oznaczenia Lranzystorow

a) standardowej jakosci:

TRANZYSTOR BDP 392 BN-88/3375-32/25

b) wysokiej jakoéci:
L]

TRANZYSTOR BDF .392/3 BN-88/3375-32/25

¢):bardzo wysokiej jakosci:.

TRANZYSTOR BDP 392/4 BN-88/3375-32/25

@ | &
-

3. Cechowanie tranzystordw powinno zawieraé naste-

pujgce dane:

a) nazwe producenta lub znak fabryczny, . Rys. 1. Obudowa CE 30

Zg*oszona przez Fabryke Pétprzewodnikow TEWA
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Pétprzewodnikéw dnia 29. marca 1988 r.
. jako norma obowigzujgca od dnia 1 pazdziernika 1988 r. o
(Dz. Norm. i Miar nr 10/1988, poz. 26)

R ——

* WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1988, Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 1,70 Naki. 2500 + 40 Zam. 1320/88 , Cena zt 96,00
1



) _ BN-88/3375-32/25

Tablica 1. Wymiary obudowy CE 30

5. Badania w grupie A, B, C, D - wg BN-80/3375-32/00

Ps Ds

b= +12V
-0
Symbol Wymiary, mm R_;f] 112?/53 2 rgﬁ
IR o min nom max ”s o
‘ — . " v 7] mn: .
A 4,06 - 4,83 i | L3 MLLER Nr 4533 Odchylanie
(ub rd >
b 0,64 - 0,89 ke \ { 1; rownorzedny Y=Y
b - 1,22 - 1,40 - JI %] asw
| bez (nduke,
" e - 0,43 Preekainik (bez indukcy) |
D 14,61 5 15,88
e 2,03 = 3,05 @
e, 4,57 - 5,39 R4[ ggﬁ
i ] e - Y Poziome
' fae)ceo i
H, 5,97 - 6,73 /
2,16 N s
. ; e | LU ~Uec
L 12,7 . - /j | |
L‘]. 7'62 = 8,89 Ic mA
“pE 3,58 - 3,63 }
Q 2,54 s 3,05 \
Z 1,02 - 1,52, §2gg . s— o
E 10,03 ’ 10,41 kS ; : ;
.3
E2 7,62 - 8,13 o : : }
|
i ) i - Y | | | ,
- - = - 40 50 80 UCf V
‘. Napiecie kolektor-emiter B

[BR=B8/33715-32/25-2)

Rys. 2. Metoda pomiaru napieé przebicia kolektor-emiter

U(BR)CEO 1 U(BR)CER'

a) podstawowy uklad pomiarowy, b) oscylogram napied

przebicia,R1, R2, RB’ R4 - rezystory, L - indukcyjnosé,

Osc- oscyloskop, T - mierzony tranzystor

é. Wymagania szczegdélowe do badan grupy A, B, Ci D__

a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wyrﬁiaréw A, b,
[;,1 , D, e, (w odlegtosci 6,45 : 6,50 mm od ocbudowy) wg
rys. 11itabl. 1,

b) badania podgrupy A2 - sprawdzenie podstawowych pa-
rametrow elektrycznych wg tabl. 2,

c) badania podgrupy A3 - sprawdzenie drugorzednych
parametréw elektrycznych wg tabl. 3, ‘

d) badania podgrupy A4 - sprawdzenie parametréw e-
lektrycznych w temperaturze ¢, = 100°C (poziom III i-
IV) wg tabl. 4,

e) badania podgrupy B, C i D wg tabl. 5,

f) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po ba-
daniach grupy B, C i D wg tabl, 6,

g) warto$é¢ AQL dla jakosci podstawowe]j dla podgrupy
C2 - 4% dla podgrupy C4 - 2,5%.

1. Pozostale postanowienia - wg BN-80/3375-32/00.

4
e S RC)
T Lo+ Q
.
m .

[BN-88/3375-32/25-3]
Rys. 3. Ukilad pomiarowy do pomiaru napiqcia‘Us.E metods

impulsowa
G - generator, Rg, R - rezystory, v, - woltomierz im-
pulsowy, V2 - woltomierz do pomiaru napigcia kolektor-

-emiter, Va_ - woltomierz impulsowy, Z - Zrdédlo napiecia

stalego, W - wskaznik réwnowagi, T - mierzony tranzystor



Tablica 2, Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A2 (poziom 1, 11l i 1V)

£ g

Wartosé graniczna

Ly, | CHescEEds. litavews Metoda pomiaru Warunki pomiaru Jednostka BDP 392 BDP 394 BDP 396
_parametru Towg ‘
min max min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 g — PN-74/T-01504/09 Mg =% mA . 1,0 - . > :
/
2 g - PN-74/T-01504/09 “Upg =30V mA - - - 1,0 - =
3 ‘rcr:_o PN-74/T-01504/09 -ch_ =40V mA - - - - - 1,0
- 1) 1. =0,2A, <I_=0 v w | - 60 ; 80 )
4 U(BR)CEO paG, rys. 2 C ] 1. B :
~ !
- " -01! -] =1mA,-~I_=0 ' & . -
5 | U(_an)::ao PN-74/T-01504/04 Ip =1mA, ~I, 5 5 5
r 1 p. 6, rys. 2 : L . _ _ _
I oraz PN-74/T-01504/07 g mhah, BgeriQf b " | % =
%) | X » - -
7 h.2 o PN-74/T-01504/08 I, =5A, Uoy 4LV 20 150 20 150 20 150
8 Ic.-:u PN-74/T-01504/09 -UCE =35V, RBE =100Q RA - 500 . - - -
9 [cm PN-74/T-01504/09 -UCE =55V, Ry - 1000 pA ) _ ) 500 ) i
I:-r A
10 ICER PN-74/T-01504/09 - UCE =75V, RBE =100Q pA _ ) . ) ) 500

1) Pomiar impulsowy: tp's_ 300 ps, & <2%.

62/2€-GLEE/9g-NE -



Tal;;lica 3. Parametry zlektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A3 i C2 (poziom I, 111, 1V)

Wartoséci graniczne

Lp. | e s i Warunki pomiaru - Jednostka BDP 392 BDP 39 BDP 396
min max min max min max
1 2 3 4 5 6 I 8 9 10 11
. 1) 1. N
'1 UCEsa! PN—?A/T'01504/06 IC—SA’ rB =O,5A V = 1’3 = 1’3 %= 1,3
- 4 = o = = - - ‘
2 ne sat) PN-74/T-01504/06 I.=54, -1 =054 v ) 1.5 ) 1,5 i 15
=3 1) 6 -1 = . = '
3. Upg p. 6, rys. 3 I, =54, “Upy=4V v - 1,3 - 1y - 1,3
: -1_=0,5A4, ~UCE.=4V
4 o PN-74/T-01504/24 ¢ = - g MHz 4 - 4 . 4 .
b
ﬂPomiar impulsowy tp < 300 ps; & < 2%.
Tablica 4. Parametry elekiryczne snprawdzane w badaniu podgrupy A4 (poziom 1II i IV)
Wartosci graniczne
0 nie lit i :
Lp. Z“Z‘;?igﬁf”“ Memdigp"mmm Warunki pomiaru Jednostka BDP 392 BDP 394 BDP 396
min max min max min max
1 2 | 4 5 6 7 8 9 10 - 11
R -UCE =35V mA - 10 & . - -
RBE =100 Q
1 e o . = . °
e PN-74/T-01504/05 tamp= 100°C U =55V il i ) i 30 i i
CE
Vg =75V mA . 2 . . . 10

GZ/Ze-SLEE /88 -Nd



BN-88/3375-32/25

Tablica 5. Wymagania szczegdlowe do badan grupy B, Ci D

Podgrupa *
e badgari - Rodzaj badania Wymagania szczegdlowe
1 2 3 4
S{prawdzenie wytrzymatoéci mecha- préba Ub, 5N #0,5 N liczba cykli 3,
1 B1, C1 nicznej wyprowadzen préba Ugq,10 N
Sprawdzenie szczelnosci préba Ql
2 B3 ‘Sprawdzenie wytrzymaloséci na spadki polozenie tranzystora w czasie spadania
swobodne wyprowadzeniami do gdry '
3 B4 i C4 Sprawdzenie wytrzymatosci na udary mocowanie za obudowe
wielokrotne .
Sprawdzenie odpornosci na narazenia wg PN-78/T-01515 p. 5.3.22
elektryczne tablica 5; metoda badania
a) uklad OB, tgmp= 2515 C
BDP 392
-U =30V, -I.=60mA
4 B6 i C6 CE &
BDP 394
= — O V, - =
U - 4 I c 45 mA
BDP 396
—UCE =55V, ‘IC = 33 mA
5 C3 Sprawdzenie masy =< 2¢g
Sprawdzenie wytrzymatosci na przy- kierunek probiérczy: obydwa kierunki
spieszenie stale wzdluz osi wyprowadzerni: mocowanie za
obudowe
6 C4 Sprawdzenie wytrzymatoséci na udary mocowanie za obudowe
wielokrotne
Sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje| mocowanie za obudowe
o stalej czestotliwosci
7 C5 Sprawdzenie wytrzymatoséci na cieplo temperatura kapieli SSOOC
lutowania czas regeneracji 6 h
8 C10 Sprawdzenie wymiardw wg rys. 11itabl, 1
9 D1 Sprawdzenie odpornosci na niskie cis- temperatura narazenia 25°C
(poziom jakosci nienie atmosferyczne
11 i 1V)
10 D2 Sprawdzenie wytrzymalosci na rozpusz-| alkohol etylowy, aceton
czalniki
11 D3 Sprawdzenie palnosci palnoéé zewnetrzna
12 D4 Sprawdzenie wytrzymalosci na plesn brak porostu pleéni po badaniu
(poziom jako$ci
111 1V)
13 D5 Sprawdzenie wytrzymalosdci na mgle potozenie tranzystora dowolne

(poziom jakosci
11 i V)

solng




Tablica 6. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D (poziom 1, 111, IV)

Informacje dodatkowe

Wartosci graniczne
e e el Warunki badan Podgrupa badan Jednostka BDP 392 BDP 394 BDP 396
parametru wg
min max min max min max
1 z 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Texn PN-74/T-01504/05 35V B1, B3, B4, B5, , 600 - " ” -
55 V Cl, C&, €3, &, €8, C7 pA - - - 600 = <
Y D1 1) . - - = - 600
‘IB =0 - E ’35 \' B6 - 2.5 = - - -
>l 55V Cc6é mA . . 5 2,5 . 5
RBE = 75V Cc8 - - - - - 2.5
= 1000
bV - 10 " % & "
1)
55V Cc2 mA - - - 10 = >
75V a . 5 " = 10
h21E2) PN-74/T-01504/08 I -54 B1, B3, B4, BS
=1, €2, C3, C4 - 15 180 15 130 15 180
cs, c7, o1V
'Ucr: =4V C6, B6, C8 - 15° 180 15 180 15 180
c2™) , 10 200 10 |- 200 10 200
1) W czasie badania.
2) Pomiar impulsowy t, < 300 ps, 6 < 2%.
KONIEC

GT/2e-SLEE /88 -Nd



Informacje dodatkowe do BN-88/3375-32/25 s

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Naukowo-Produk-

cyjne Centrum Pélprzewodnikéw, Fabryka Pélprlzewodni-

kéw TEWA, Wars‘zaWa, ul. Komarowa 5.

2. Normy zwigzane
PN-74/T-01504/04 Tranzystory. Pomiar napied
i U
i

przebi-

cla U gpycBo (BR)EBO

PN-74/T-01504/05 Tranzystory. Pomiar pradéw wstecz-
nych ICBO i Igpo

PN-74/T-01504/06 Tranzystory. Pomiar napieé

U

nasyce-

nia U metodg impulsowg

CEsat = YBEsat

PN-74/T-01504/07 Tranzystory. Pomiar napieé przebicia

U(BR)CEO’U(BR)CER’ U(sr) ces? UBrycex ™
todg impulsowa
PN-74/T-01504/08 Tranzystory. Pomiar h21E metodg

impulsowg

PN-75AT-01504/09 Tranzystory. Pomiar praddw resztko-

ICEV i pradu zerowego, I ¢ g

PN-74/T-01504/24 Tranzystory. Pomiar moduluthlel w

wych IC'ER’ IC‘ES’

zakresie w.cz. i czestotliwosci )‘T

PN-78/T-01515 Elementy pdlprzewodnikowe. Ogdlne | Wy~
magania i badania
BN-80/3375-32/00 Elementy péiprzewodnikowe. Tranzy-

story mocy matej czestotliwo$ci. Wymagania i badania

3. Symbol wg KTM
BDP 392 - 1156231314004,
BDP 394 - 1156231316006,
BDP 396 - 1156231318008.

4., Wartosci dopuszczalne - wg tabl. 1-1 i rys.1-121-2.

5. Dane charakterystyczne - wg tabl. I-2 i rys.1-3z1-7.

Tablica I-1. Wartosci dopuszczalne (tgmp= 25°C2

Wartoéci dopuszczalne '
Lp. Symbol Nazwa parametru Jednostka
BDP 392 BDP 394 BDP 396
1 2 3 4 3 . 6 7
1 '-UCBO Napiecie kolektor-baza przy I g=0 v 50 70 90
2 “Veno Napigcie kolektor-emiter przy I_B =0 Y 40 60 80
3 U men Napigcie baza-emiter przy I, =0 v 5 5 5
e Napiecie kolektor-emiter przy R = 6 8
5 7§ - Prad kolektora A 15 15 15
6 T, Prad bazy A . B 5 5
Calkowita moc wejs- |t ogge < 25°C W 75 fis 75
7 ciowa na wszystkich = -
elektrodach Lo = 25°C W 1,8 1,8 1,8
8 tstg Temperatura przechowywania e -40 = +155
9 t; Temperatura zlgcza - +155
10 tamd Temperatura otoczenia w czasie pmq‘ " -40 : +100




Tablica [-2, Dane charakterystyczne L= ZSOC

Typ
Lp. CRnacEEle Nazwa parametru Warunki pomiaru Jednostka BDP 392 BDP 394 BDP 396
parametru
min typ max min typ max min - typ max
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 "ICEO Prad zerowy kolektora 'UCE =20V - - 1 - - - - - -
- - - - " . - ¥ " - 5
UCE 30V mA
Ueg = LoV - - - - - - * = 1
2 -T — Prad resztkowy kolek- ”UCE =35V - - 500 - - - - - -
tora
Vg =55Y, Rgg=1000Q pA - - - - - 500 - - -
< = 7° . - ” - - . . . 00
Upg =787% 5
3 b EBO Prad zerowy,emitera 'UB g * 5V .
mA - - 1 - - 1 - - 1
_IC - 0 1
4 h21E4) Statyczny wspdlczyn- "UCE' =4V
nik wzmocnienia pra- 20° - 150 20 - 150 20 - 150
dowego T~ * 5A
~U =4V
vk 5 . - 5 . - 5 . .
Tn = 15 A
5 _UBE 1) Napiecie baza-emiter _UCE '= 4V, T, =5A . - - 1,3 - - 1,3 - - 1,3
-UCE =4V, -IC =15 A - - 3,5 - - . Dy - - 35
6 -U 1) Napiecie nasycenia 1.=54, I_=0,534A - - 1,3 - - 1,3 - = 1,3
CEsat : C B
kolektor-emiter A :
'Ic = 15 A’_IB=_5A - - L e - - 3;5 - - 3.5
" 1 Napiecie nasycenia T - o o } ) _ ) . o
/ UBEsat ) baza-emiter IC 54, IB 0,5 A v 1,5 1,5 1,5

GZ/2E-SLEE /88 -NH op dmoxywpop 2[owuaoguy



cd. tabl, 1-2
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
8 _U(BR)CEO Napiecie przebicia -IC =0,2 A v 40 - 60 - & 80 G &
kolektor-emiter
9 “B E-Rﬂ Napigcie przebicia 1 o= 0,2A, Rgp = \ 45 - 65 - - 85 - -
(BR)C kolektor-emiter '
= 1008
- -I,=0
10 fq E:Qstoﬂiwosc granicz- IC =0,5A, UCE = MHz 4 - 4 - - 4 - -
=4V
f'p =1 MHz \
11 Rthj . Rezystancja termiczna *Ic =5A, ‘UCB = Oc[W - 1,67 - - 1,67 - _ 1,67
zlgcze - obudowa - 15V
12 R thj-a Rezystancja termiczna —IC =0,18 A °c/w - 70 - - 70 - B 70
zlgcze-otoczenie U 10V
cB
| :
Pomiar impulsowy t, < 300 ps, 6 < 2%.

GZ/2Z€-SLEE /g8 -NE op @moxyiepop 3[orwLioFu]



Informacje dodatkowe do BN-88/3375-32/25

10

-I, tease=25°C
p | .
\ ‘-ﬂm‘g Ims
10ms ]
. \\ X 3
\ 0 N\ | \ : .
X
5 \ A\
- \ARAVER
3 L
2
1
05
4
4a BDP 392 ¥
| }--——-—*"‘ /!BDPS% "
|
(174 /r A
BOP 394 }‘/
. 10 20 30 405 V ~Us

(BN=88/3375 —32/25-1-1]

tp - czas trwania impulsu

Rys. I-1. Dopuszczalny bbszar pracy tranzystora ‘IC =f( -UCE)
Prot BDP 392+BDP 396 N
w
0
60
- ' )\ 1c § |
| A ~Ip=f(-Uce)
& BOP 392, BDP394, BDP 396
40
tcase"25°f
500mA_
= 300mA
200mA_
20
50mA
W Ig=10mA
p e e g ~leg
‘ 25 5 15 10 125 ‘15 115 20 v
& 60 " e " tease (BN=88/33715-32/25—1-3)
,[BN=88/3375-32/25-1-3
Rys. 1-2. Zaleznoé¢ temperaturowa catkowitej mocy strat .
Rys. 1-3. Charakterystyka wyjéciowa -I , =f (“Ueg)

od temperatury P, ,=f & T



&

oo

[BN—88/2315-32/25-1-1]

Informacje dodatkowe do BN-88/3375-32/25 11
", BDP 392, 394, 396
i L =~ Uce sort =1 (<Iz)
A
BOP 392 + BOP 396
tmse=25oc
L --M---"'"——
10 oo
y -UBE
t + + + g
a5 1 15 20 a8 ¥
[BN—88/3375— 32/25-F4) . {%IO
B
10
Rys. I-4. Charakterystyka przej$ciowa -—IC =J{- BE') t
-
7/
a1 L1 :
Q1 G2 Q3 04 (5 06 Q7 08 09 —UcesqtV
[BN—88/3375-32/256 —1-6)
BDP 392,394, 396 Rys. 1-6, Napiecie nasycenia kolektor-emiter w funkcji pra-
hZfE=;"('ICJ} du kolektora
hase
—Upesat = F(~1c) -
I
A
10°
" 1
. i T
10
10° i
A
h A ] ' > ‘ TIQ =10
: 1) B
o g 10
}
a1 10 10 I A
1 ‘
[BN—88/3375—32/25-1-5 ] 9 a5 . 0 . 15 -UgesatV 40

Rys. 1-5. Typowa charakterystyka statycznego wspdlczyn-
nika wzmocnienia pragdowego w funkcji pradu kolektora Rys. I-7. Napiecie nasycenia baza-emiter w funkcji prgdu
"UO.;.‘E = const -~ 4V s kolektora

Ry




